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【はじめに】SiC MOS 反転層におけるホール効果移動度(μHall)を用いた電子散乱機構の検討が注目されている。

一般に、反転層移動度はフォノン散乱移動度(μphonon)、クーロン散乱移動度(μCoulomb)、および界面ラフネス散乱

移動度(μSR)により制限される[1]。近年、SiC MOS 反転層における電子散乱機構を実験的に評価する手法が提

案され、各散乱移動度の実験的評価が可能となった[2]。一方で、窒化処理が μHallに及ぼす影響は評価されて

いる[3]が、ゲート酸化膜の形成条件が各散乱移動度に及ぼす影響は十分に明らかではない。本研究では、ゲー

ト酸化膜厚および窒化処理が μphononおよび μCoulombに及ぼす影響を先行研究[2]に基づき検討したので報告する。 

【研究内容】n型 Si面 4H-SiC 基板の p型エピタキシャル層上にホールバー付き平面 MOSFET を作製し、ホー

ル効果測定を実施した。ゲート酸化膜は熱酸化にて形成し、酸化膜厚はおよそ 5 nmおよび 50 nmとした。こ

れは、酸化初期と標準的なゲート酸化膜の形成条件において、SiC MOS 反転層移動度の相違点を明らかにする

ためである。また、各々の酸化膜厚のサンプルに対して窒化処理を行ったサンプルも作製した。NAは 3×1014 cm-3

および 1×1016 cm-3とした。図 1は NAが 3×1014 cm-3のサンプルに対

する、μHallと実効電界(Eeff)の関係を示す。酸化膜厚および窒化処理

の有無に関わらず、μHallが同一直線上にプロットされる。これは、

窒化処理は μphononに影響せず、酸化膜厚が 5 nmの薄膜でも厚膜と

同等の μphononを有することを示唆する。図 2に、マティーセン則よ

り μphononの寄与を除いた移動度(μHall, w/o phonon)と表面キャリア密度

(NS)の関係を示す。ここで、μphononは図 1より定め、NAは 1×1016 cm-3

とした。低 NS領域にて比較すると、サンプル間の μHall, w/o phononの差

異は小さく、ゲート酸化膜厚および窒化処理が μCoulombへ及ぼす影

響は限定的であることが分かる。 

【結論】μphononは窒化処理の影響を受けず、熱酸化の初期段階で定

まる。また、本研究でもちいたいずれのサンプルでも先行研究[2]

と同様に、μHallは主に μphononおよび μCoulombにより制限される。 
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図 1 Eeffに対する μHallの関係   

 

図 2 NSに対する μHall, w/o phononの関係 
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